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В 2004 году был открыт графен, представляющий собой двумерный проводящий материал [3]. Позднее были получены другие графеноподобные материалы, в том числе монослои дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ). В отличие от графена с нулевой запрещенной зоной, монослои ДПМ являются полупроводниками и обладают прямой запрещенной зоной с шириной 1÷2 эВ. Так же ДПМ характеризуются эффективной фотолюминесценцией и высокой подвижностью носителей заряда. Свойства данных материалов позволяют создавать на их основе датчики газа, солнечные элементы, терагерцовые антенны, светодиоды и другие устройства [2,4].
Также наличие запрещенной зоны позволяет рассматривать ДПМ в качестве основы для различных функциональных элементов полупроводниковой нано- и оптоэлектроники, таких как фототранзисторы и фотодетекторы, характеризующихся повышенной эффективностью и быстродействием. Для оценки эффективности применения двумерных ДПМ в указанных устройствах необходимо исследовать динамику возбуждения и релаксации их электронной подсистемы под действием оптического излучения.
Данная работа посвящена исследованию динамики релаксации электронной подсистемы двумерных кристаллитов дисульфида молибдена, возбужденной оптическим импульсом фемтосекундной длительности. Исследования проведены методом спектроскопии временного разрешения. В результате получены экспериментальные зависимости фотоиндуцированного изменения интенсивности зондирующего излучения от времени задержки между импульсами при различных мощностях накачки. Методом аппроксимации, на основе подхода, предложенного в работе [1] для анализа аналогичных релаксационных процессов в полупроводниковых материалах, были определены характерные времена термализации и рекомбинации фотовозбужденных носителей заряда и их зависимость от мощности возбуждающего излучения.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание №FSFZ-0706-2020-0022).
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